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KIkeda、 Alto、 yτbkuda 
Abs回 ct We have found that the EL5姐 dEL6廿apsin b叫kG仏sare 
∞nsisted of slx traps (Al， A2， A3， A4， A5， A6 )企omConstant-Capaci加n偲
1ゐltage官出lSIentSpectros∞'PY (CCVTS) measurement. In this study， we 
analyze the EL3 and EL2むapsin b叫kGaAs by CCVTS，同70traps which 
corresponds加 OX佃 dELOtr叩 sare separated :from the wave analysI8 of EL3 
and EL2， respectively官1ewafers used血thisstudy are not intentionally doped 
with Oxygen. We discuss the relationship be加reen∞n田ntrationsof OX and 
ELO∞nantration. 
1. はじめに
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2.開斗及ひ漢験方法
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図3 トラップELの CCVTSスベクトノレ
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開ヰ:HB群桝(Nd=8.5 x 10" cm-') 
2.。
EL'3についてもキャリア濃度1016(四-3)以下では 3
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1014 10日 1016 10H 1016 lO'G 1011 
→ DONOR CONCENTRATION (cm→) 
‘盟即位。n1) R他国弘 Y1bkuda，四dK8鉛sa，: 
e血闇.on担 dcap加rekinetia of a b首鼠blemedium.図10EL3付近のトラップと ELO
deepan町 inn匂pebulk GaAs" ， lEEE SlMC・9，トラップとの相関性
即 .299-302，(1使16).




S.T.Neild阻 dM.Skowron品 J.Lag側面3) よりも前のλ領域わみの宅融曙織となるようにcα司S測
:“S唱団加reof伊血:um.-a刃gen明lliumdefectin 
GaAsbyd問plevel包加盟nt甲町岡田司py
M回u:em阻.t"，A即日'hys.Le比百L回i，No.8，
定系により電子持鰻・左姐封切接合容畠こ設定することで、
CCVTS l鵬系のレスポンス暗司1msよりも長し事鰻パ
平成10年3月20日〉
pp.859-861， (1991). 
〈受理
ノレス幅で対韓如実験が CCVTS~却こより測定できることを
この方法を用いて、存鰻ノ勺レス幅を lOmsから示した。
